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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　回路面に突起電極を有する半導体ウエハに対し、前記突起電極を埋め込むように前記回
路面に絶縁性樹脂層を形成する樹脂層形成工程と、
　前記絶縁性樹脂層の表面に支持テープを貼り付けて固定する支持テープ固定工程と、
　前記支持テープに固定された状態で、前記半導体ウエハにおける前記回路面の反対面側
からレーザ光を照射し、ダイシングパターンに沿って前記半導体ウエハの内部に脆弱層を
形成する脆弱層形成工程と、
　前記支持テープを面内方向に伸張させることにより、前記絶縁性樹脂層を含めて前記半
導体ウエハを前記ダイシングパターンに沿って分断し、複数の半導体チップに個片化する
ダイシング工程と、を備えたことを特徴とする半導体ウエハのダイシング方法。
【請求項２】
　前記脆弱層形成工程の前工程として、
　前記支持テープに固定された状態で、前記半導体ウエハを前記反対面側から研削して薄
化するウエハ薄化工程を備えたことを特徴とする請求項１記載の半導体ウエハのダイシン
グ方法。
【請求項３】
　前記脆弱層形成工程において、赤外線カメラを用いて前記半導体ウエハの前記反対面側
から前記回路面のダイシングパターンを撮像することを特徴とする請求項１又は２記載の
半導体ウエハのダイシング方法。
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【請求項４】
　前記絶縁性樹脂層を形成する材料として、可視光に対する光透過率が１０％以上の樹脂
を用いることを特徴とする請求項１～３のいずれか一項記載の半導体ウエハのダイシング
方法。
【請求項５】
　前記絶縁性樹脂層を形成する材料として、前記接続温度において樹脂発泡を起こさない
樹脂を用いることを特徴とする請求項１～４のいずれか一項記載の半導体ウエハのダイシ
ング方法。
【請求項６】
　前記樹脂層形成工程において、フィルム状の樹脂組成物をラミネートすることによって
前記回路面に前記絶縁性樹脂層を形成することを特徴とする請求項１～５のいずれか一項
記載の半導体ウエハのダイシング方法。
【請求項７】
　前記絶縁性樹脂層は、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、及び硬化剤を含むことを特徴と
する請求項１～６のいずれか一項記載の半導体ウエハのダイシング方法。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、半導体ウエハのダイシング方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体チップを実装基板に接続する手法としてワイヤーボンディング接続が知ら
れている。しかしながら、近年では、電子機器の小型化・薄型化に伴って、半導体チップ
を搭載する半導体装置に対する小型化・薄型化の要求が高まっている。そのため、従来の
ワイヤーボンディング接続に代えて、半導体チップにバンプ（突起電極）を形成すること
によって半導体チップを実装基板に直接接続するフリップチップ接続が着目されている。
【０００３】
　フリップチップ接続には、ハンダや錫などを用いて金属接合させる方法、超音波振動を
印加して金属接合させる方法、樹脂の収縮力を利用して機械的接触を保持する方法などが
ある。信頼性を確保する観点から、上述の電子機器に用いる半導体装置では、特にハンダ
を用いた実装が多用されている。
【０００４】
　一方、フリップチップ接続では、半導体チップと実装基板との間の熱膨張係数の相違に
起因する接続部への応力集中が問題となる。このような応力集中は、接続部の破断につな
がり、接続信頼性を低下させる要因となり得る。そのため、従来では、毛細管現象を利用
した液状樹脂の注入により、半導体チップと実装基板との間の空隙の封止が行われていた
。
【０００５】
　このような従来の封止方法では、例えば液晶ドライバＩＣの実装パッケージであるＣＯ
Ｆ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｆｉｌｍ）のように、半導体チップが狭ピッチ化し、かつ半導体チ
ップと基板との空隙が狭くなりつつある現状では、液状樹脂の注入が困難になる場合があ
った。そこで、液状樹脂の注入の問題に対処するため、半導体チップ又は実装基板に予め
封止用のペースト状又はフィルム状の樹脂を設けて接続と同時に封止を行う手法が開発さ
れ、かかる封止に適したシート状の樹脂の組成などについての研究が進められている（特
許文献１～５参照）。
【特許文献１】特開２００４－３４９５６１号公報
【特許文献２】特開２０００－１００８６２号公報
【特許文献３】特開２００３－１４２５２９号公報
【特許文献４】特開２００１－３３２５２０号公報
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【特許文献５】特開２００５－２８７３４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、上述した半導体装置の製造工程には、半導体装置の薄型化や半導体チップの
多段積層に対応するため、半導体ウエハの状態でバックグラインド加工と呼ばれる研削を
行う工程や、薄化した後の半導体ウエハをダイシングして半導体チップに個片化する工程
などが含まれている。そのため、封止用の樹脂を設けて接続と同時に封止を行うにあたっ
ては、各工程における作業性を高め、半導体装置の生産性を十分に確保することが求めら
れている。
【０００７】
　また、半導体ウエハの薄化に対する要求はますます厳しくなっている。したがって、薄
化によって機械的強度が低下している半導体ウエハに対するダメージを極力低減し、ダイ
シングの際の割れや欠けを防止するための技術が必要となっている。
【０００８】
　本発明は、上記課題の解決のためになされたものであり、生産性を十分に確保できると
共に、ダイシングの際の半導体ウエハの割れ・欠けの発生を抑制できる半導体ウエハのダ
イシング方法を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題の解決のため、本発明に係る半導体ウエハのダイシング方法は、回路面に突起
電極を有する半導体ウエハに対し、突起電極を埋め込むように回路面に絶縁性樹脂層を形
成する樹脂層形成工程と、絶縁性樹脂層の表面に支持テープを貼り付けて固定する支持テ
ープ固定工程と、支持テープに固定された状態で、半導体ウエハにおける回路面の反対面
側からレーザ光を照射し、ダイシングパターンに沿って半導体ウエハの内部に脆弱層を形
成する脆弱層形成工程と、支持テープを面内方向に伸張させることにより、絶縁性樹脂層
を含めて半導体ウエハをダイシングパターンに沿って分断し、複数の半導体チップに個片
化するダイシング工程と、を備えたことを特徴としている。
【００１０】
　この半導体ウエハのダイシング方法では、レーザ光の照射によって半導体ウエハ内部に
脆弱層を形成した後、支持テープの伸張力によって脆弱層を切断する。この方法では、回
路面に絶縁性樹脂層を有する半導体チップをダイシングによって一括形成できるので、絶
縁性樹脂層を半導体チップに個別に設ける場合と比べて作業性に優れたものとなる。また
、半導体ウエハ内部に予め脆弱層を形成しておくことで、ダイシングの際の半導体ウエハ
へのダメージが低減され、割れ・欠けの発生を抑制できる。
【００１１】
　また、脆弱層形成工程の前工程として、支持テープに固定された状態で、半導体ウエハ
を反対面側から研削して薄化するウエハ薄化工程を備えたことが好ましい。こうすると、
より薄型の半導体チップを作製できる。また、半導体チップが薄化した場合であっても、
後続のダイシング工程では、ダイシングの際の半導体ウエハへのダメージが低減されるの
で、割れ・欠けの発生を好適に抑制できる。
【００１２】
　また、脆弱層形成工程において、赤外線カメラを用いて半導体ウエハの反対面側から回
路面のダイシングパターンを撮像することが好ましい。こうすると、ダイシングを行う反
対面側から回路面のダイシングパターンを精度良く認識できる。したがって、ダイシング
の際の作業性を向上できる。
【００１３】
　また、絶縁性樹脂層を形成する材料として、可視光に対する光透過率が１０％以上の樹
脂を用いることが好ましい。こうすると、半導体ウエハの回路面に半導体チップごとの位
置合わせ用の基準マークを設けたときに、絶縁性樹脂層を通して基準マークを容易に認識
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できる。したがって、半導体チップの実装の際の位置合わせの作業性を向上できる。
【００１４】
　また、絶縁性樹脂層を形成する材料として、接続温度において樹脂発泡を起こさない樹
脂を用いることが好ましい。この場合、半導体チップの実装の際に、絶縁性樹脂層におけ
るボイドの発生を抑制できるので、接続信頼性の向上が図られる。
【００１５】
　また、樹脂層形成工程において、フィルム状の樹脂組成物をラミネートすることによっ
て回路面に絶縁性樹脂層を形成することが好ましい。取り扱いが簡便なフィルム状の樹脂
組成物を用いることによって高い作業性を確保することができる。
【００１６】
　また、絶縁性樹脂層は、ポリイミド樹脂、エポキシ樹脂、及び硬化剤を含むことが好ま
しい。この場合、絶縁性樹脂層の高耐熱性及び封止後の高い接続信頼性を確保できる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る半導体ウエハのダイシング方法によれば、生産性を十分に確保できると共
に、ダイシングの際の半導体ウエハの割れ・欠けの発生を抑制できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、図面を参照しながら、本発明に係る半導体ウエハのダイシング方法の好適な実施
形態について詳細に説明する。
【００１９】
　この半導体ウエハのダイシング方法は、例えば液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）用ドライバ
ＩＣのＣＯＦ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｆｉｌｍ）実装に適用される。まず、図１に示すように
、半導体ウエハ１を準備する。半導体ウエハ１は、例えば厚さ６００μｍ～７２５μｍ程
度の円板状をなしている。半導体ウエハ１の回路面Ｓ１には、例えば金メッキによって形
成された複数の突起電極２が所定のピッチで設けられている。また、回路面Ｓ１には、半
導体ウエハ１のダイシングの際に用いるダイシングパターンと、突起電極２を後述の実装
基板１２の電極１５と位置合わせするための基準マークが形成されている（いずれも不図
示）。
【００２０】
　次に、図２に示すように、突起電極２を埋め込むように半導体ウエハ１の回路面Ｓ１に
絶縁性樹脂層３を形成する（樹脂層形成工程）。絶縁性樹脂層３は、半導体チップ１０の
表面と実装基板１２の表面との間の封止に用いられる層であり（図９参照）、絶縁性樹脂
層３の厚みは、例えば突起電極２の高さと実装基板１２の電極１５の高さを合わせた値と
同程度になっていることが好ましい。
【００２１】
　絶縁性樹脂層３は、作業性の確保の観点から、例えばフィルム状樹脂をロールラミネー
タや真空ラミネータなどで貼り合わせることによって形成することが好ましい。この他、
絶縁性樹脂層３は、例えば樹脂ワニスをスピンコートによって塗布し、これを乾燥させて
形成してもよく、樹脂ワニスやペースト状樹脂を印刷法によって塗布し、これを乾燥させ
て形成してもよい。
【００２２】
　絶縁性樹脂層３を形成する材料には、半導体ウエハ１の回路面Ｓ１に形成されている基
準マークを絶縁性樹脂層３を通して認識できるように、可視光に対する透過性を有する樹
脂組成物が選択される。絶縁性樹脂層３の光透過率は、例えば可視光である波長５５５ｎ
ｍの光に対して１０％以上であることが好ましい。また、絶縁性樹脂層３を形成する材料
には、半導体チップ１０と実装基板１２との接続温度（例えば３００℃以上）において、
樹脂発泡を起こさない樹脂組成物が選択される。
【００２３】
　より具体的には、絶縁性樹脂層３は、熱硬化性成分と、その硬化剤とを含んで構成され
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ている。熱硬化性成分としては、例えばエポキシ樹脂、ビスマレイミド樹脂、ポリアミド
樹脂、ポリイミド樹脂、トリアジン樹脂、シアノアクリレート樹脂、フェノール樹脂、不
飽和ポリエステル樹脂、メラミン樹脂、尿素樹脂、ベンゾオキサジン樹脂、ポリウレタン
樹脂、ポリイソシアネート樹脂、フラン樹脂、レゾルシノール樹脂、キシレン樹脂、ベン
ゾグアナミン樹脂、ジアリルフタレート樹脂、シリコーン樹脂、ポリビニルブチラール樹
脂、シロキサン変性エポキシ樹脂、シロキサン変性ポリアミドイミド樹脂、アクリレート
樹脂などが挙げられる。これらの熱硬化性成分のうち、耐熱性の観点から特に好ましいの
は、エポキシ樹脂、ベンゾオキサジン樹脂、シロキサン変性エポキシ樹脂、シロキサン変
性ポリアミドイミド樹脂である。これらの樹脂は、単独または二種以上の混合物として使
用することができる。
【００２４】
　また、硬化剤としては、例えばフェノール樹脂、脂肪族アミン、脂環式アミン、芳香族
ポリアミン、ポリアミド、脂肪族酸無水物、脂環式酸無水物、芳香族酸無水物、ジシアン
ジアミド、有機酸ジヒドラジド、三フッ化ホウ素アミン錯体、イミダゾール類、第３級ア
ミン、有機過酸化物などが挙げられる。これらは、単独または二種以上の混合物として使
用することができる。熱硬化性成分と硬化剤の組み合わせのうち、耐熱性及び形状保持性
の観点から特に好ましいのは、エポキシ樹脂とフェノール樹脂、及びエポキシ樹脂とイミ
ダゾール類である。
【００２５】
　また、絶縁性樹脂層３は、熱可塑性成分を含んでいてもよい。熱可塑性成分としては、
例えばポリエステル樹脂、ポリエーテル樹脂、ポリアミド樹脂、ポリアミドイミド樹脂、
ポリイミド樹脂、ポリアクリレート樹脂、ポリビニルブチラール樹脂、ポリウレタン樹脂
、フェノキシ樹脂、ポリアクリレート樹脂、ポリブタジエン、アクリロニトリルブタジエ
ン共重合体、アクリロニトリルブタジエンゴムスチレン樹脂、スチレンブタジエン共重合
体、アクリル酸共重合体などが挙げられる。これらは、単独または二種以上を併用して使
用することができる。これらの熱可塑性成分のうち、耐熱性及びフィルム形成性の観点か
ら特に好ましいのは、ポリイミド樹脂及びフェノキシ樹脂である。
【００２６】
　さらに、絶縁性樹脂層３は、低熱膨張化のための無機フィラーを含んでいてもよい。無
機フィラーは、可視光に対する光透過率が１０％を下回らないように、フィラー種、粒径
、配合量が適宜選択される。この他、絶縁性樹脂層３は、硬化促進剤、シランカップリン
グ剤、チタンカップリング剤、酸化防止剤、レベリング剤、イオントラップ剤などの添加
剤を含んでいてもよい。これらは単独で用いてもよいし、２種以上を組み合わせてもよい
。配合量は、添加剤ごとに適宜選択される。
【００２７】
　このような絶縁性樹脂層３の形成の後、図３に示すように、絶縁性樹脂層３の表面にダ
イシングテープ（支持テープ）４を貼り付け、半導体ウエハ１をダイシングテープ４上に
固定する（支持テープ固定工程）。また、ダイシングテープ４上に、半導体ウエハ１を囲
む金属製のウエハリング５を固定する。このウエハリング５は、ダイシングの際の半導体
ウエハ１の固定治具として機能する。ダイシングテープ４は、加熱又は紫外線照射によっ
て粘着層の粘着力が低下するものが用いられる。
【００２８】
　次に、半導体ウエハ１を回路面Ｓ１の反対面Ｓ２側から研削して薄化する（ウエハ薄化
工程）。ウエハ薄化工程では、図４に示すように、ダイシングテープ４に固定された半導
体ウエハ１を、回路面Ｓ１と反対の反対面Ｓ２が上方を向くようにして研削装置のステー
ジ６上に載置する。そして、研削砥石７を回転させながら半導体ウエハ１の反対面Ｓ２に
押圧し、半導体ウエハ１の厚みが例えば５０μｍ～５５０μｍ程度となるように薄化する
。
【００２９】
　ウエハ薄化工程の後、レーザ光Ｌの照射によって半導体ウエハ１の内部に脆弱層３１を
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形成する（脆弱層形成工程）。脆弱層形成工程では、図５に示すように、ダイシングテー
プ４及びウエハリング５を固定したままの状態で、薄化した後の半導体ウエハ１をダイシ
ング装置のステージ８上に載置する。次に、赤外線カメラ９を用いることにより、半導体
ウエハ１の回路面Ｓ１に形成されているダイシングパターンを反対面Ｓ２側から認識する
。
【００３０】
　ダイシングパターンの認識の後、半導体ウエハ１の内部に焦点を合わせたレーザ光Ｌを
レーザヘッド３０から出射させ、ダイシングパターンにそって照射する。これにより、半
導体ウエハ１の内部を局所的に改質し、ダイシングパターンに沿って脆弱層３１を形成す
る。照射条件としては、例えば特開２００３－１４５７号公報に記載の条件を用いること
ができる。
【００３１】
　脆弱層３１を形成した後、半導体ウエハ１をダイシングし、複数の半導体チップ１０に
個片化する（ダイシング工程）。ダイシング工程では、まず、図６に示すように、例えば
ウエハリング５をピックアップ装置の固定治具３２に固定する。そして、押し上げ治具３
３をダイシングテープ４側から半導体ウエハ１に向けて押し上げ、ダイシングテープ４を
面内方向に等方的に伸張させる。
【００３２】
　このダイシングテープ４が伸張する力により、絶縁性樹脂層３を含めて脆弱層３１が切
断され、ダイシングパターンに沿って半導体ウエハ１が複数の半導体チップ１０に個片化
される。押し上げ治具３３の押し上げ速度及び押し上げ量は、絶縁性樹脂層３の切断と脆
弱層３１の切断とが実質的に同時になされるように調整される。半導体チップ１０のサイ
ズについては特に制限はないが、液晶ディスプレイ用ドライバＩＣのＣＯＦでは、例えば
１ｍｍ～３ｍｍ×１０ｍｍ～２５ｍｍの長方形サイズとなる。この後、ダイシングテープ
４に紫外線を照射して粘着層を硬化させ、半導体チップ１０をダイシングテープ４から剥
離する。
【００３３】
　次に、個片化した半導体チップ１０を実装基板１２に対して位置合わせする（位置合わ
せ工程）。位置合わせ工程では、まず、半導体チップ１０をピックアップ装置によってピ
ックアップし、図７に示すように、回路面Ｓ１が下方を向くようにして位置合わせヘッド
１３の底面に吸着させる。次に、位置合わせヘッド１３を位置合わせ装置のステージ１４
上に移送する。
【００３４】
　位置合わせ装置のステージ１４には、回路面Ｓ３が上方を向くようにして実装基板１２
が予め載置されている。実装基板１２の回路面Ｓ３には、例えば銅表面に錫めっきが施さ
れた複数の電極１５と、半導体チップ１０側の基準マークに対応する基準マーク（不図示
）が形成されており、実装基板１２に形成された基準マークと半導体チップ１０側の基準
マークとの相対的な位置関係が規定されている。そして、認識カメラ１６を用いることに
より、２つの基準マークを認識し、規定された位置関係に一致するように位置合わせヘッ
ド１３又はステージ１４の位置を調整し、半導体チップ１０の突起電極２を実装基板１２
の電極１５に対して位置合わせする。
【００３５】
　位置合わせ工程の後、半導体チップ１０と実装基板１２とを仮固定する（仮固定工程）
。仮固定工程では、図８に示すように、位置合わせヘッド１３を降下させ、半導体チップ
１０における絶縁性樹脂層３の表面に実装基板１２を押圧すると共に、接続温度よりも低
い温度で加熱を行う。このときの加熱温度は、絶縁性樹脂層３が粘着性を示す温度であれ
ばよく、例えば４０℃～１００℃の範囲で設定される。これにより、半導体チップ１０と
実装基板１２とが位置ずれしない程度の強度で固定される。
【００３６】
　次に、半導体チップ１０の突起電極２を実装基板１２の電極１５に接続する（基板実装
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工程）。基板実装工程では、まず、仮固定状態の半導体チップ１０と実装基板１２とを接
続装置のステージ１８上に載置する。そして、図９に示すように、接続ヘッド１７によっ
て半導体チップ１０における絶縁性樹脂層３の表面に実装基板１２を押圧しながら、約３
００℃の接続温度で加熱を行う。
【００３７】
　これにより、半導体チップ１０の突起電極２と実装基板１２の電極１５とが電気的に接
続されると共に、絶縁性樹脂層３が加熱によって溶融し、半導体チップ１０の回路面Ｓ１
と実装基板１２の表面との間が絶縁性樹脂層３によって封止される。なお、絶縁性樹脂層
３の加熱にあたっては、接続ヘッド１７及びステージ１８のいずれを加熱してもよい。ま
た、溶融後の絶縁性樹脂層３の硬化を進行させるために、加熱オーブン等による処理を行
ってもよい。
【００３８】
　以上説明したように、本実施形態に係る半導体ウエハのダイシング方法では、レーザ光
Ｌの照射によって半導体ウエハ１内部に脆弱層３１を形成した後、ダイシングテープ４の
伸張力によって脆弱層３１を切断する。この方法では、回路面Ｓ１に絶縁性樹脂層３を有
する半導体チップ１０をダイシングによって一括形成できるので、絶縁性樹脂層３を半導
体チップ１０に個別に設ける場合と比べて作業性に優れたものとなる。また、半導体ウエ
ハ１内部に予め脆弱層３１を形成しておくことで、ダイシングの際の半導体ウエハ１への
ダメージが低減され、割れ・欠けの発生を抑制できる。
【００３９】
　また、本実施形態では、脆弱層形成工程の前工程として、ダイシングテープ４に固定さ
れた状態で、半導体ウエハ１を反対面側から研削して薄化するウエハ薄化工程を備えてい
る。このような工程により薄型の半導体チップ１０を作製できる。また、半導体チップ１
０が薄化した場合であっても、後続のダイシング工程では、ダイシングの際の半導体ウエ
ハ１へのダメージが低減されるので、割れ・欠けの発生を好適に抑制できる。
【００４０】
　また、本実施形態では、脆弱層形成工程において赤外線カメラ９を用いることにより、
半導体ウエハ１の反対面Ｓ２側から回路面Ｓ１のダイシングパターンを精度良く認識でき
る。したがって、半導体ウエハ１に脆弱層３１を形成する際の作業性を向上できる。
【００４１】
　また、本実施形態では、絶縁性樹脂層３を形成する材料として、可視光に対する光透過
率が１０％以上の樹脂を用いている。このため、絶縁性樹脂層３を通して半導体ウエハ１
の回路面Ｓ１に設けた位置合わせ用の基準マークを容易に認識できる。したがって、半導
体チップ１０と実装基板１２との位置合わせの作業性を向上できる。
【００４２】
　また、本実施形態では、絶縁性樹脂層３を形成する材料として、接続温度において樹脂
発泡を起こさない樹脂を用いている。これにより、半導体チップ１０と実装基板１２とを
接続する際に、絶縁性樹脂層３におけるボイドの発生を抑制できるので、接続信頼性の向
上が図られる。
【００４３】
　本発明は、上記実施形態に限られるものではない。例えば位置合わせ工程以降の変形例
として、図１０に示すように、回路面Ｓ１が上方を向くようにして位置合わせ装置のステ
ージ１４上に半導体チップ１０を載置すると共に、電極２１が下方を向くようにして可視
光に対する光透過率の高いポリイミド基板２２を半導体チップ１０の真上に配置し、ポリ
イミド基板２２の上方に配置した認識カメラ１６によって半導体チップ１０の基準マーク
とポリイミド基板２２の基準マークとを認識するようにしてもよい。
【００４４】
　この場合、後続の仮固定工程において、図１１に示すように、圧着ヘッド２３によって
ポリイミド基板２２の上面側から押圧すると共に、圧着ヘッド２３又はステージ１４を例
えば４０℃～１００℃で加熱する。そして、基板実装工程において、図１２に示すように



(8) JP 5163358 B2 2013.3.13

10

20

、仮固定された半導体チップ１０とポリイミド基板２２とを接続装置のステージ１８に載
置し、接続ヘッド１７によって半導体チップ１０における絶縁性樹脂層３の表面にポリイ
ミド基板２２を押圧しながら所定の接続温度で加熱を行う。接続温度は、金と錫の共晶温
度である２７８℃を超えるように設定され、例えばステージ１８を３５０℃～４５０℃で
加熱し、接続ヘッド１７を５０℃～１５０℃で加熱する。このような接続方法は、ポリイ
ミド基板２２をリールｔｏリール方式によって扱うことで適用可能となっている。
【図面の簡単な説明】
【００４５】
【図１】本発明の一実施形態に係る半導体装置の製造方法の第１工程を示す図である。
【図２】樹脂層形成工程を示す図である。
【図３】支持テープ固定工程を示す図である。
【図４】ウエハ薄化工程を示す図である。
【図５】脆弱層形成工程を示す図である。
【図６】ダイシング工程を示す図である。
【図７】位置合わせ工程を示す図である。
【図８】仮固定工程を示す図である。
【図９】基板実装工程を示す図である。
【図１０】位置合わせ工程の変形例を示す図である。
【図１１】仮固定工程の変形例を示す図である。
【図１２】基板実装工程の変形例を示す図である。
【符号の説明】
【００４６】
　１…半導体ウエハ、２…突起電極、３…絶縁性樹脂層、４…ダイシングテープ（支持テ
ープ）、９…赤外線カメラ、１０…半導体チップ、１２…実装基板、１３…電極、３１…
脆弱層、Ｌ…レーザ光、Ｓ１…回路面、Ｓ２…反対面。
【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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